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Concentrazione portatori intrinseci 
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Formule giunzione brusca asimmetrica 

Funzione lavoro semiconduttore drogato n 
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Funzione lavoro semiconduttore drogato p 
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Distanza livello di Fermi drogato e intrinseco, 
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Distanza livello di Fermi drogato e intrinseco, 

semiconduttore drogato p   









i

A
piF

n

N
lnkTEE

 

Potenziale di built-in, giunzione brusca 
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Estensione regione di svuotamento, giunzione 
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Estensione della regione di svuotamento nelle due 

zone di una giunzione brusca 
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Capacità di svuotamento, giunzione brusca 
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Potenziale di breakdown 
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Formule giunzione a gradiente lineare 

Potenziale di built-in, giunzione a gradiente lineare 
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Estensione regione di svuotamento, giunzione a 

gradiente lineare  3
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Estensione della regione di svuotamento nelle due 

zone di una giunzione a gradiente lineare 2
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Capacità di svuotamento, giunzione a gradiente 

lineare 3
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Corrente nella giunzione p-n  

Corrente nella giunzione p-n ideale 
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Corrente di saturazione inversa 
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Effetto della resistenza serie delle regioni neutre: 

 Wn,p = distanza dei contatti metallici dal 

piano della giunzione in regione n e p 

rispettivamente 
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Generazione/ricombinazione  

Polarizzazione inversa:  

Velocità di generazione 

 Nt densità delle trappole 

 σ0 sezione efficace 

 Et = livello energetico delle trappole 
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Corrente di generazione (si somma alla corrente di 

saturazione inversa ideale) 
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Polarizzazione diretta:  
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Corrente di ricombinazione (si somma alla corrente 

totale del diodo)   AW
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Comportamento dinamico 
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Capacità di diffusione 
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Resistenza dinamica 
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Contatto metallo-semiconduttore 
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Capacità di svuotamento contatto metallo 
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Corrente nel contatto raddrizzante 
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Corrente di saturazione inversa 
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Resistenza dei contatti ohmici (in ohm*cm
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FORMULARIO MOS –MOSFET  - SUBSTRATO P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSFET REGIONE LINEARE A CANALE N 
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MOSFET IN REGIONE DI SATURAZIONE 

 

 

 

 

 

TENSIONE DI SOGLIA CANALE N 
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POLARIZZAZIONE DEL SUBSTRATO CANALE N 

 

 

 

 

TENSIONE DI SOGLIA CANALE P 
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POLARIZZAZIONE DEL SUBSTRATO CANALE P 

 

 

 

FREQUENZA DI TAGLIO 
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